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1. はじめに 

本研究では原料溶液に超音波振動を与え、霧状にして成膜するミストコート法を用いて、低コ

ストで簡易的に反射防止膜の形成を試みる。今回は反射防止膜材料として、屈折率 2程度を有し、

熱膨張係数の値が Siと近くひび割れしにくい ZnOをテクスチャ Si基板上に成膜し、評価した。 

2.  実験方法 

超音波霧化ユニット (発振周波数 2.4MHz)を用いて、緻密化のため低分子のカルボン酸塩であ

る酢酸亜鉛からなるゾルゲル溶液（高純度化学（株））をミストとし、キャリアガス(N2)を用いて

成膜装置に供給した。ヒーター台の上にアルカリ溶液によりテクスチャ化された面方位(100)n 型

単結晶 Si 基板を乗せ、メッシュ電極電圧+5kV、キャリアガス流量は 1.0L/min で行った。成膜後

200℃15min乾燥を行い、500℃10min焼成を行った。分光光度計による反射率測定と SEM(電子顕

微鏡)を用いた基板断面の観察を行った。 

3. 結果 

 作製した試料の反射スペクトルを図 1に示す。図 2 に基板の断面 SEM像を示す。テクスチャの

みの基板の反射率に比べて波長 600nm において、8.4％から 5.0％まで低減することができた。ま

た、SEM像からひび割れすることなく膜を形成することができた。 

 

 

 

 

図 2：基板の断面 SEM像 図 1：テクスチャ Si基板の反射スペクトル 
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